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(57) Abstract: The invention relates to a method of joining two semi-conductor substrates by molecular adhesion, comprising: a step
a) of bringing a first and a second substrate (2) into close contact in order to form an assembly having a bonding intcerface (4), a
step b) of reaction annealing the bonding interface (4) at a first temperature higher than a first predetermined temperature, said step
b) generating bubbles at the joining interface, a step c) of at least partially detaching the two substrates at the bonding interface (4) in
order to eliminate the bubbles, and a step d) of bringing the first and the second substrate (2) into close contact again at the bonding
interface (4) in order to reform the assembly.

(57) Abrégé : L'invention porte sur un procédé d'assemblage de deux substrats semi-conducteurs par adhésion moléculaire comprenant :
une étape a) de mise en contact intime d'un premier et d'un deuxie¢me substrat (2) pour former un ensemble présentant une interface
de collage (4); une étape b) de recuit de réaction de l'interface de collage (4) a une premiére température supérieure a une premicre
température prédéterminée, cette étape b) générant des bulles a l'interface d'assemblage; une étape ¢) de décollement au moins partiel
des deux substrats au niveau de l'interface de collage (4) afin d'éliminer les bulles; une étape d) de remise en contact intime du premier
et du deuxiéme substrat (2) au niveau de l'interface de collage (4) pour reformer I'ensemble.
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